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1.緒言 

メモリスタは脳型コンピュータに適用可能な素子として期待されている。高性能なメモリスタを作製するう

えで、我々は、電界印加で分極方向が変化し、過去の履歴に基づいた抵抗変調が可能な強誘電体トン

ネル接合素子(FTJ)に注目した。FTJは金属/強誘電体薄膜/金属(半導体)の積層構造からなる。これまで

に、強誘電層に BaTiO3 (BTO)薄膜、半導体に Nb:SrTiO3 (Nb:STO)を用いた FTJが大きな ON/OFF比

を示すことが報告されている。[1] 我々は強誘電層に(Ba,Sr)TiO3 (BST)薄膜を用いることで、より低電圧で

動作するメモリスタができると考え、その作製とメモリシティブ特性の評価を行った。 

2.実験 

パルスレーザー堆積法を用いて Nb:SrTiO3(001)基板上に、

BaxSr1-xTiO3薄膜( 𝑥 = 0.3, 0.4, 0.5, 1.0 )を堆積させ、その上に電

子ビーム蒸着法で直径 100 µmの白金電極を作製した。構造解

析として X線回折で結晶性及び格子定数を、反射高速電子回折

で薄膜の配向と表面の平滑性を、圧電応答顕微鏡でドメイン構造

の評価を行った。最後に電気特性評価としてソースメータを使用し

て性能指標である ON/OFF比を測定した。ON/OFF比の測定で

は電圧パルス Vwriteを印加したのち Vreadで電流値を計測した。(図

1参照) 

3.結果および考察 

ON/OFF比の測定結果から、BST薄膜を用いた FTJで、先行

研究の BTO薄膜を用いた FTJ と同様の安定したヒステリシスルー

プが観測され、BST薄膜を用いた FTJの作製が可能であることが

示された。特に𝑥 = 0.3の BST を用いた FTJでは、ON/OFF比が

42000 と高い値を記録した。(図 2参照) これは BTOを用いた

FTJの ON/OFF比より高い値である。また、BSTのいずれの組成

xにおいても、膜厚が 3 nm より 4 nmおよび 5 nmの方が ON/OFF

比が 1桁程度高い傾向が見られた。これらの結果は、強誘電体の

サイズ効果が ON/OFF比に影響を及ぼす可能性を示唆している。

一方、BSTを用いた FTJにおいて自発分極は|𝑉write| > 1.0 𝑉で

反転し、BTOを用いた FTJ と大きな違いはなかった。 
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 Fig.1. Voltage profile for 

characterization of ON/OFF ratio. 

Fig.2. ON/OFF property of FTJ 
fabricated using BST (x=0.3) films. 
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